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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光透明性基板上に配線を形成する工程と、
　前記光透明性基板上に薄膜トランジスタを形成する工程と、
　前記光透明性基板上に有機ＥＬ素子を形成する工程と、
　を含み、
　前記有機ＥＬ素子を形成する工程は、
　前記光透明性基板上の、前記配線又は前記薄膜トランジスタが形成されている領域以外
の領域に窒化シリコンからなる高屈折率層を形成する工程と、
　前記高屈折率層の側面に光反射部を形成する工程と、
　前記高屈折率層の上面に回折格子を構成する溝を形成する工程と、
　塗布乾燥焼成法により前記高屈折率層上にシリコン酸化膜を形成する工程と、
　前記シリコン酸化膜の上方に透明性電極を形成する工程と、
　前記透明性電極の上方に発光する有機層を形成する工程と、
　前記有機層の上方に電極を形成する工程と、
　を有し、
　前記高屈折率層は、その上面が前記配線の上面及び前記薄膜トランジスタの上面よりも
位置が上になるよう形成される、
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２】
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　前記配線は複数であって互いに直交するように配置され、
　前記薄膜トランジスタは前記複数の配線の各交点近傍に配置され、
　前記有機ＥＬ素子は前記複数の配線で囲まれた夫々の領域に配置される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光の外部取出効率を向上させ、電流輝度効率を向上させた有機エレクトロル
ミネッセンス（ＥＬ：Electro Luminescence）表示装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、薄型、軽量の平面型表示装置として液晶表示装置が一般に用いられてきたが、液
晶表示装置は液晶の配向方向によって透過光を制御するため、視野角が狭く応答特性が悪
いといった問題がある。これに対し、近年、視野角が広く、応答特性の良いアクティブマ
トリクス有機ＥＬ表示装置が注目されている。有機ＥＬ素子は、電界を印加することによ
り、陽極より注入された正孔と陰極より注入された電子の再結合エネルギーにより蛍光性
物質又は燐光性物質が発光するという原理を利用した自発光素子であるため、視認性に優
れ、また、バックライト光源を使用しないために消費電力を低減することができ、携帯電
話等の携帯端末機器の表示装置として期待されている。
【０００３】
　表示装置の発光源として形成される有機ＥＬ素子の前記発光層から放出される光は、前
記有機ＥＬ素子構成要素の一つでありＩＴＯなどの屈折率の高い材料から形成される透明
電極を介して放出される。ただし、前記透明電極及びその他有機ＥＬ素子を形成する光透
過層の層界面において入射角度の大きい光は反射され外に伝播することができないため、
光の外部取出効率は十分ではない。ここで、光の外部取出効率とは、発光層において放出
される光量のうち、デバイス外部に放出される光の量の割合のことである。この光の外部
取出効率を向上させるためのさまざまな提案がなされている。光の外部取出効率を向上さ
せることにより、有機ＥＬ素子の電流輝度効率を向上させ消費電力を低減させるためであ
る。
【０００４】
　非特許文献１に記載の光の外部取出効率改善方法は、傾斜する光反射物により、有機Ｅ
Ｌ素子形成面と平行方向に伝搬する光を有機ＥＬ素子形成面垂直方向に導くことにより光
の外部取出効率を改善するものである。ただし、基板上において前記光反射物形成領域に
は有機ＥＬ素子が形成できず、基板単位面積当たりの発光輝度が低下する欠点を有してい
る。さらに同一基板上にポリシリコン薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Thin Film transistor
）を具備するアクティブマトリックス表示装置では、前記光反射物形成による凹凸とＴＦ
Ｔ形成工程の親和性が低く、傾斜する光反射物構造をアクティブマトリックス有機ＥＬ表
示装置にて実現することは難しい。
【０００５】
　特許文献１（特許第２９９１１８３号公報）に記載の光の外部取出効率の改善方法は、
回折格子を用いた方法である。特許文献１に記載の透過型回折格子を有する素子構造では
、発光層から放出された光及び陰極に反射された光は透明電極からなる陽極及び回折格子
を透過して基板面から外へ出射される。特許文献１に記載の透過型回折格子を有する素子
構造では、透過型回折格子を有するので、基板面に対する入射角の大きい光であっても回
折格子による光の干渉及び陰極と回折格子との間における数度の反射を繰り返すことで、
全反射臨界角以上の入射角の光を臨界角以下に変化させることができる。これにより回折
格子を具備しない場合と比べて、多くの光を外部に出射することができ、光の外部取出効
率が改善され、電流輝度効率の向上を図ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特許第２９９１１８３号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｇ．Ｇｕ、外４名，”High-external-quantum-efficiency organic lig
ht-emitting devices”，OPTICS LETTERS，Vol.22，No.6，March 15.1997
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、特許文献１記載の回折格子を有する有機ＥＬ素子を表示装置の画素として使用
する場合であっても、画素サイズが小さくなると電流輝度効率の向上を充分に図ることが
できないという課題がある。以下、その課題について説明する。
【０００９】
　表示装置の画素の必要条件は、縦横に等間隔に配列され且つ独立してその輝度を制御す
る光源又は光量を制御する機構を有することである。従って、有機ＥＬ素子は要求される
画素数に分割して形成する必要がある。同一面積あたりに要求される画素数が多くなれば
、ひとつの画素サイズは小さくなる。例えば、カラー表示をするためＲＧＢ配列の表示装
置を形成した場合、ひとつの画素サイズは現在でも数十ミクロンであり、高精細化が進む
につれ、そのサイズは更に小さくなる傾向にある。一方、特許文献１記載の回折格子の形
成間隔は目的とする光の波長及びその他の設計事項に依存するが、いずれの場合であって
もサブミクロンピッチ以上である。従って、画素１つあたりに形成される回折格子の数は
光放出方向に対し垂直方向に十乃至数十個程度となる。
【００１０】
　このため、特許文献１記載の回折格子を有する有機ＥＬ素子において、画素周辺領域か
ら放出される光の干渉現象に寄与する回折格子の数は、無限領域の理想形態における回折
格子の場合と比べて少なく、期待する回折効率が実現できない。従って、画素周辺領域か
ら発光される光が外に出射される割合は画素中心部付近から発光される光よりも小さい。
画素が小さくなり画素１つあたりに形成される回折格子の数が減れば、画素周辺領域から
発光され、回折格子から受ける干渉効果が小さい光の割合が増えるため、この問題はより
顕著に表れることとなる。
【００１１】
　従って、画素が小さくなると特許文献１に記載の有機ＥＬ素子でも期待する回折効率が
実現できず、その結果電流輝度効率の向上を充分に図ることができなくなる。
【００１２】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、画素サイズ及び画素形状並びに
光の進行方向を変化させる光学要素の形状に依存することなく、画素領域全面において光
の外部取出効率を向上させ、電流輝度効率を向上させた有機ＥＬ表示装置の製造方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の観点に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、
　光透明性基板上に配線を形成する工程と、
　前記光透明性基板上に薄膜トランジスタを形成する工程と、
　前記光透明性基板上に有機ＥＬ素子を形成する工程と、
　を含み、
　前記有機ＥＬ素子を形成する工程は、
　前記光透明性基板上の、前記配線又は前記薄膜トランジスタが形成されている領域以外
の領域に窒化シリコンからなる高屈折率層を形成する工程と、
　前記高屈折率層の側面に光反射部を形成する工程と、
　前記高屈折率層の上面に回折格子を構成する溝を形成する工程と、
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　塗布乾燥焼成法により前記高屈折率層上にシリコン酸化膜を形成する工程と、
　前記シリコン酸化膜の上方に透明性電極を形成する工程と、
　前記透明性電極の上方に発光する有機層を形成する工程と、
　前記有機層の上方に電極を形成する工程と、
　を有し、
　前記高屈折率層は、その上面が前記配線の上面及び前記薄膜トランジスタの上面よりも
位置が上になるよう形成される、
　ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法では、高屈折率層の側面に光反射部を配置す
るとともに、前記高屈折率層の上方に光の進行方向を変化させる光学要素を配置している
。画素周辺領域から発光される光であっても、画素中心領域から発光される光と同様の干
渉効果を前記光学要素から受けることができる。そのため、如何なる形状及び大きさの有
機ＥＬ素子からなる画素を有する有機ＥＬ素子においても、高い光の外部取出効率を実現
することができる。その結果、電流輝度効率が向上する。また、高屈折率層の上面は配線
の上面及び薄膜トランジスタの上面よりも位置が上であるので、前記高屈折率層の上面に
光の進行方向を変化させる光学要素を形成する際に前記光学要素の厚さを制御しやすくな
る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係る、有機ＥＬ素子を有するアクティブマトリックス有機Ｅ
Ｌ表示装置のブロック概略図である。
【図２】本発明の実施形態に係る、有機ＥＬ素子を有するアクティブマトリックス有機Ｅ
Ｌ表示装置の表示画素の概略図である。
【図３】図２のＡ－Ａ’線による断面概略図である。
【図４】図３のＢ部付近の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　次に、本発明の実施形態について、添付の図面を参照して詳細に説明する。図１は、本
発明の実施形態に係る、有機ＥＬ素子を有するアクティブマトリックス有機ＥＬ表示装置
のブロック概略図である。なお、図１においては、表示基板に電力及び信号を供給する周
辺電源回路、及び前記表示基板の有機ＥＬ素子形成面を覆い、有機ＥＬ素子周辺を安定な
雰囲気に保持する外容器を省略している。
【００１８】
　図１に示すとおり、本実施形態に係る有機ＥＬ素子を有するアクティブマトリックス有
機ＥＬ表示装置における表示基板１は、所定の表示面積及び精細度を有する表示領域２と
、表示領域２の外周に配置されたロウドライバ３及びカラムドライバ４とを具備する。ロ
ウドライバ３及びカラムドライバ４は、表示領域２にマトリックス状に配置された任意の
表示画素５に電気信号及び電力を供給する。表示画素５は、ロウドライバ３及びカラムド
ライバ４から供給される電気信号及び電力に基づき発光する。
【００１９】
　図２は、本実施形態に係る、有機ＥＬ素子を有するアクティブマトリックス有機ＥＬ表
示装置の表示画素５の概略図である。図２に示すように、表示画素５には独立した有機Ｅ
Ｌ素子６及び各有機ＥＬ素子６に隣接し有機ＥＬ素子６を制御する画素回路７を具備して
いる。画素回路７はコンデンサ等の受動素子（図示せず）及び１つ以上のＴＦＴ（図示せ
ず）から形成されている。前記ＴＦＴ及び前記受動素子は周知の半導体製造プロセスによ
り製造されている。また、画素回路７はロウドライバ３又はカラムドライバ４に接続して
いる配線８に接続している。配線８は各表示画素５の外周に配置されるため、各表示画素
５は配線８により分離されて配置される。なお、表示領域２の全面にわたり、ひとつの四
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角形又は複数の短冊形状からなる陰極１８が有機ＥＬ素子６上に形成されているが、図２
においては表示を省略している。更に陰極１８は、表示領域２内部又はその外周の一部に
おいて、表示基板１外部の電源と電気的に接続されている。
【００２０】
　図３は、本実施形態に係る有機ＥＬ素子を有するアクティブマトリックス有機ＥＬ表示
装置の表示画素の断面概略図である。なお、図３に示す断面は図２のＡ－Ａ’線において
切断した図であり、画素回路７における断面はＴＦＴ（図示せず）の一部を通過するもの
とした場合の断面である。
【００２１】
　図３を参照して、本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置に備えられている有機ＥＬ素子の
構成について説明する。ガラス基板９上には画素回路７の領域においてはＦＥＴ１０が形
成されている。ガラス基板９上及びＦＥＴ１０上には酸化シリコンからなる層間絶縁膜１
１が形成されている。層間絶縁膜１１はＣＶＤ法により形成され、厚さは４００ｎｍ程度
である。有機ＥＬ素子６形成領域の層間絶縁膜１１上には厚さ１μｍ程度の窒化シリコン
（ＳｉＮｘ）層からなる高屈折率層１２が形成されている。高屈折率層１２上面には光の
進行方向を変化させる光学要素となる回折格子１３ａが形成されている。回折格子１３ａ
は、ゾルゲル法により形成された透明なシリコン酸化膜層からなる。更に高屈折率層１２
の側面には厚さ５００ｎｍのアルミニウム層又はアルミニウム合金層からなる光反射部１
４を具備している。光反射部１４の反射面は、表示基板１に対し垂直方向である。回折格
子１３ａ上には有機ＥＬ素子６を構成するＩＴＯ等からなる透明電極層１５が形成されて
いる。透明電極層１５の上には蒸着法又はインクジェット法等の周知の有機ＥＬ素子製造
方法により形成された有機層１６が形成されている。有機ＥＬ素子６形成領域以外の層間
絶縁膜１１上には、有機ＥＬ素子６及び画素回路７を取り囲むように配線８が配置されて
いる。有機ＥＬ素子６形成領域以外の層間絶縁膜１１上及び配線８上には透明なシリコン
酸化膜層１３が形成されている。このシリコン酸化膜層１３は回折格子１３ａと同時にゾ
ルゲル法により形成される。シリコン酸化膜層１３上及び有機層１６領域外の透明電極層
１５上には、陰極断線を防止するためのレジスト層１７が形成されている。有機層１６上
及びレジスト層１７上には、蒸着法などで形成された１００ｎｍ厚程度のアルミニウム又
はアルミニウム合金からなる陰極１８が形成されている。
【００２２】
　図４の拡大図を用いて本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置に備えられている有機ＥＬ素
子の構成について更に詳述する。図４は、本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置に備えられ
ている有機ＥＬ素子断面の一部の拡大図で、図３のＢ部付近の拡大図である。図４に示す
ように、高屈折率層１２側面には、厚さ５００ｎｍ程度のアルミニウム又はアルミニウム
合金スパッタ膜からなる光反射部１４が配置されている。高屈折率層１２上面外周部には
アルミニウム又はアルミニウム合金スパッタ膜が５００ｎｍ程度せり出ている。また、高
屈折率層１２上面にはピッチ３２０ｎｍで深さ２５０ｎｍの溝からなる回折格子１３ａが
形成されている。回折格子１３ａの格子溝及び高屈折率層１２上を含めて、表示基板１全
体には、ゾルゲル法等の塗布乾燥焼成によりシリコン酸化膜層１３が形成されている。シ
リコン酸化膜層１３の膜厚は、回折格子１３ａ上で５０ｎｍ、高屈折率層１２が形成され
ている領域以外の表示基板１上では最大８００ｎｍとなる。シリコン酸化膜層１３の膜厚
制御に関しては後述する。透明なシリコン酸化膜層１３からなる回折格子１３ａ上には、
透明電極層１５、有機層１６及び陰極１８からなる有機ＥＬ素子６が形成されている。
【００２３】
　次に、本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置に備えられている有機ＥＬ素子の動作につい
て説明する。有機層１６は陰極及び陽極から電子及び正孔を各々供給されて発光する。発
光された光のうち陰極１８に入射した光は陰極１８で反射され、光反射部１４に入射した
光は光反射部１４で反射される。有機層１６から発光された光、陰極１８で反射された光
及び光反射部１４で反射された光で透明電極層１５に入射した光の多くは透明電極層１５
を透過し、回折格子１３ａに入射する。回折格子１３ａに入射した光は回折格子１３ａを
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透過するか回折格子１３ａで反射される。回折格子１３ａで反射された光は回折格子１３
ａによる干渉効果により入射角よりも小さい反射角で反射するので、陰極１８により反射
されて再度回折格子１３ａに入射する際には入射角は前回よりも小さくなっており回折格
子１３ａを透過する割合が増える。再度回折格子１３ａで反射されても更に反射角は小さ
くなっているので、陰極１８で反射されて再度回折格子１３ａに入射した場合にはほとん
どの光は回折格子１３ａを透過することとなる。回折格子１３ａを透過した光の多くは高
屈折率層１２、層間絶縁膜１１、ガラス基板９を透過して表示基板１の外に出射される。
高屈折率層１２と層間絶縁膜１１の境界面、層間絶縁膜１１と基板９の境界面及びガラス
基板９と空気との境界面で反射された光も回折格子１３ａと陰極１８との間での反射を繰
り返すことで、最終的にはガラス基板９から外に出射される。出射方向は図３及び図４に
おいて下向きとなる。
【００２４】
　次に、本実施形態の効果について説明する。図４に示すように、発光する有機層と接す
る部分の透明電極層１５及び回折格子１３ａの水平方向には光反射部１４が配置されてい
る。また、光反射部１４の反射面は光の出射方向と平行方向である。従って、有機層１６
において画素周辺領域から発光される光であっても光反射部１４に反射されることにより
回折格子の干渉効果を受けることができるので、画素周辺領域から発光される光であって
も、画素中心領域から発光される光と同様の干渉効果を回折格子１３ａから受けることが
できる。これにより、画素周辺領域から発光される光で、基板面に対する出射角が大きい
光であっても効率的に基板面に対する入射角を小さくすることができる。これにより、画
素周辺領域から発光される光であっても、画素中心領域から発光される光と同様の割合で
外部に取り出すことができ、有機ＥＬ素子における光の外部取出効率は向上する。その結
果、有機ＥＬ表示装置の電流輝度効率は向上し、例えば高精細画素からなる有機ＥＬ表示
装置においても、高い電流輝度効率を実現し低消費電力の表示装置を提供することができ
る。
【００２５】
　なお、光反射部１４の反射面は直方体形状の高屈折率層１２の側面に表示基板１に対し
垂直方向に設けられており、対向する光反射部１４の反射面は平行である。このため、有
機層１６内のいかなる点からみても回折格子１３ａは無限遠まで存在していることになる
。この効果を確実にもたらすためには、光反射部１４は、高屈折率層１２の側面のみでは
なく、少なくとも有機ＥＬ素子６の発光面、すなわち有機層１６と同一平面高さまで配置
されていることが好ましい。また、有機層１６から発せられた光がなるべく多く高屈折率
層１２に入射することで、光の外部取出効率を高めることができるので、高屈折率層１２
の領域の面積を有機層１６の領域の面積よりも大きく設け、高屈折率層１２が有機層１６
の下部を全て覆うように形成することが好ましい。
【００２６】
　また、回折格子１３ａは１次元及び２次元のいずれの構造でもよい。更に、光の進行方
向を変化させる構造であれば、どのような光学要素でもよい。回折格子１３ａが１次元構
造の場合は光反射部１４は高屈折率層１２の側面の全面に設けなくても、回折格子１３ａ
により光が回折する方向と垂直な向きに対向するように２面を設けるのみでも前述の効果
がある程度得られる。なお、本実施形態では光の進行方向を変化させる光学要素を高屈折
率層１２に設けているが、光の進行方向を変化させる光学要素は高屈折率層とは別に設け
て配置してもよい。
【００２７】
　次に、本実施形態に係る有機ＥＬ素子を有するアクティブマトリックス有機ＥＬ表示装
置の製法について説明する。本実施形態に係る有機ＥＬ素子を有するアクティブマトリッ
クス有機ＥＬ表示装置の製造工程はＴＦＴの回路製造工程及び有機ＥＬ素子形成工程に分
けられる。
【００２８】
　ＴＦＴの回路製造工程は、周知の工程によればよい。以下ではＴＦＴ形成工程以降の工
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程である有機ＥＬ素子形成工程について説明する。
【００２９】
　ＴＦＴ形成後、ＣＶＤ法による窒化シリコン層形成とリソグラフィ技術及びドライエッ
チング技術を用いて高屈折率層１２を形成する。その後、スパッタ法によりアルミニウム
層又はアルミニウム合金層を形成し、リソグラフィ技術及びドライエッチング技術を用い
て光反射部１４を形成する。光反射部１４の形成と同時に、ＦＥＴ１０に電気信号及び電
力を供給する配線８を形成することができる。次に、レーザ光干渉、位相制御マスクその
他のリソグラフィ技術及びドライエッチング技術を用いて回折格子１３ａの溝を形成する
。そして、ゾルゲル法等の塗布乾燥焼成法により表示基板全体にシリコン酸化膜層１３を
形成する。シリコン酸化膜層１３は高屈折率層１２上部においては薄く、その他の領域で
は厚く形成する。高屈折率層１２は１μｍ程度の高さをもつ直方体形状を有しているため
、余分なゾルゲル材料は、高屈折率層１２が存在しない領域が液溜りの役目を果たすこと
となる。ゾルゲルの組成、塗布条件、及び焼成条件を制御することにより回折格子形成領
域のシリコン酸化膜層１３の厚みを制御することができる。
【００３０】
　直方体形状の高屈折率層１２の上面の位置がＴＦＴを形成するゲート電極の上面及び基
板上を縦横に延びる配線８の上面よりも低くなる場合には、高屈折率層１２の上面に形成
する回折格子１３ａのゾルゲル膜厚の制御ができず、ＴＦＴを有する表示基板１上で回折
格子を形成することができなくなる。
【００３１】
　ＩＴＯなどの透過性導電体をスパッタ法により成膜し、リソグラフィ技術及びドライエ
ッチング技術を用いて透明電極層１５を形成する。次に感光性レジストをリソグラフィ技
術により所定領域に形成後、２００℃の窒素雰囲気において加熱することにより、前記感
光性レジストをリフローし、レジスト層１７を形成する。
【００３２】
　この後、周知の有機ＥＬ素子形成方法である蒸着法又はインクジェット法により有機層
１６を形成し、陰極１８を蒸着法により形成することにより、本実施形態に係る有機ＥＬ
素子が得られる。 
【００３３】
　有機ＥＬ素子６の構造としては、透明電極（陽極）、正孔輸送層、発光層、陰極を順次
具備するもの、又は透明電極（陽極）／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極からなる
構造、透明電極（陽極）／発光層／電子輸送層／陰極からなる構造等のものでも、本発明
は適用可能である。また、本発明に用いる有機ＥＬ素子のタイプとしては、低分子タイプ
、高分子タイプの両方が利用できる。
【００３４】
　正孔輸送材料としては種々のものを用いることができる。具体的には、ビス（ジ（ｐ－
トリル）アミノフェニル）－１，１－シクロヘキサン、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’
―ビス（３－メチルフェニル）－１，１’―ビフェニル－４，４’―ジアミン、Ｎ，Ｎ’
－ジフェニル－Ｎ－Ｎ－ビス（１－ナフチル）－１，１’－ビフェニル）－４，４’－ジ
アミン等のトリフェニルジアミン類、及びスターバースト型分子等が挙げられる。
【００３５】
　電子輸送材料も種々のものを用いることができる。具体的には、２－（４－ビフェニリ
ル）－５－（４－ｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール、ビス｛２－（
４－ｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール｝－ｍ－フェニレン等のオキ
サジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、キノリノール系の金属錯体が挙げられる。
【００３６】
　発光材料としては、例えば、トリス（８－キノリノール）アルミニウム錯体（Ａｌｑ３
）、ビスジフェニルビニルビフェニル（ＢＤＰＶＢｉ）、１，３－ビス（ｐ－ｔ－ブチル
フェニル－１，３，４－オキサジアゾールイル）フェニル（ＯＸＤ－７）、Ｎ，Ｎ’－ビ
ス（２，５－ジ－ｔ－ブチルフェニル）ペリレンテトラカルボン酸ジイミド（ＢＰＰＣ）
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【００３７】
　電荷輸送材料としては、蛍光材料をドープした層を発光材料として用いることもできる
。例えば、Ａｌｑ３等のキノリノール金属錯体に４－ジシアノメチレン－２－メチル－６
－（ｐ－ジメチルアミノスチリル）－４Ｈ－ピラン（ＤＣＭ）、２，３－キナクリドン等
のキナクリドン誘導体、３－（２’－ベンゾチアゾール）－７－ジエチルアミノクマリン
等のクマリン誘導体をドープした層、又は電子輸送材料ビス（２－メチル－８－ヒドロキ
シキノリン）－４－フェニルフェノール－アルミニウム錯体にペリレン等の縮合多環芳香
族をドープした層、又は正孔輸送材料４，４’－ビス（ｍ－トリルフェニルアミノ）ビフ
ェニル（ＴＰＤ）にルブレン等をドープした層を用いることができる。
【００３８】
　陽極は、正孔を正孔輸送層に注入する役割を担うものであり、４．５ｅＶ以上の仕事関
数を有することが好ましい。陽極材料の具体例としては、酸化インジウム錫合金（ＩＴＯ
）、酸化錫（ＮＥＳＡ）、金、銀、白金、銅等が挙げられるが、特にＩＴＯが有効である
。一方、陰極としては、電子輸送帯又は発光層に電子を注入する役割を担うものであり、
仕事関数の小さい材料が好ましい。陰極材料は特に限定されないが、具体的にはインジウ
ム、アルミニウム、マグネシウム、マグネシウム－インジウム合金、マグネシウム－アル
ミニウム合金、アルミニウム－リチウム合金、アルミニウム－スカンジウム－リチウム合
金、マグネシウム－銀合金等を使用できる。
【符号の説明】
【００３９】
　１：表示基板
　２：表示領域
　３：ロウドライバ
　４：カラムドライバ
　５：表示画素
　６：有機ＥＬ素子
　７：画素回路
　８：配線
　９：ガラス基板
　１０：ＦＥＴ
　１１：層間絶縁膜
　１２：高屈折率層
　１３：シリコン酸化膜層
　１３ａ：回折格子
　１４：光反射部
　１５：透明電極層
　１６：有機層
　１７：レジスト層
　１８：陰極
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